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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ LIchtemissionsdiodengerat 

@ Es wird ein LED-Gerat beschrieben, das aus einem Ke- 
ramlksubstrat und einer reflektierenden Metallplatte be- 
steht. Das LED-Gehause besteht aus einem ersten Kera- 
miksubstrat, das einen Chipmontagebereich auf seiner 
Oberflache aufweist und mit einem vorbestimmten lei- 
tenden Muster rund um den Chipmontagebereich verse- 
hen ist. Ein Oder mehrere LED-Chips sind auf dem Chip- 
montagebereich des ersten Keramiksubstrats gehaltert 
und mit dem teitenden Muster verbunden. Ein zweites Ke- 
ramiksubstrat ist auf der Oberflache des ersten Keramik- 
substrats montiert und weist eine Ausnehmung an einer 
Position auf, die dem Chipmontagebereich entspricht. Die 
reflektierende Metallplatte ist in die Ausnehmung des 
zwetten Keramiksubstrats eingesetzt, um die LED-Chips 
zu umgeben. Dieses LED-Gehause steuert wirksam die 
Lichtintensitat der LED-Chips und die Winkelverteilung 
der Strahtung. Die reflektierende Metallplatte dient 
gleichzeitig als Warmesenke, die wirksam Warme vom 
LED-Chip zur Umgebung des LED-Gehauses verteilt. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich im Allge- 
meinen auf Lichtemissionsdiodengerat mit reflektierenden 
Metallplatten und insbesondere auf ein Lichtemissionsdio- S 
dengerat, welches mit einerreflektierenden Metallplatte ver* 
sehen ist, um einen verbesserten WSrmeverteilungsefFekt zu 
erzielen, in Verbindung mit einer einfachen Kontrolle seiner 
Lichtabstrahlung und der >^nkelverteilung der Lichtab- 
strahlung. lO 
[0002] Wie Fachleuten wohl bekannt ist, sind Lichtemissi- 
onsdiodengerat (die nachfolgend vereinfacht als "LED-Ge- 
rat bezeichnet werden) Halbleitervorrichtungen, welche 
LED-Chips aufweisen, die als Lichtquellen fungieren und 
die durch Veranderung der physikalischen und chemischen 15 
Charakteristika einiger Verbindungshalbleitermaterialien, 
wie beispielsweise GaAs, AlGaAs, GaN, InGaN und Al- 
GalnP hergestellt worden sind und die farbiges Licht von 
den LHD-Chips abstrahlen, wenn sie elektrisch aktiviert 
werden, 20 
[0003] Die Charakteristika solcher LED-Gerate werden 
typischerweise bestinmit in Verbindung mit den Farben des 
emittierten Lichts, der Lichtstarke und dem Betrachtungs- 
winkel. Derartige Charakteristika von LED-Geraten werden 
in erster Linie bestimmt durch die physikalischen und che- 25 
mischen Charakteristika der Verbindungshalbleitermateria- 
lien der L£D-Chips und zum zweiten durch die Gehause- 
struktur zum Unterbringen der LED-Chips darin. Beim 
Stand der Technik sind die Charakteristika solcher LED-Ge- 
rSte wie sie durch die Entwicklung der Verbindungshalblei- 30 
termaterialien von LED-Chips eiieicht werden, in uner- 
wUnschtem MaBe begrenzt. Es sind daher verbesserte Struk- 
turen von LED-Gerate in den vergangenen Jahren in groSem 
Umfang unt«^ucht worden, um zusatzlich zum Studium der 
Halbleitermaterialien der LED-Chips Anstrengungen zu un- 35 
temehmen, um den Erfordemissen an eine hohe Lichtstarke 
und einem erwttnschten Betrachtungswinkel (man kann sich 
auch auf eine A^^kelverteilung der LichtstSrke bezieh«i) 
gerecht zu werden. Dies bedeutet, dass bei der Konstruktion 
vpn LED-Gerate in den vergangenen Jahren es mehr darauf 40 
ankam, die Verbindung shalbleitermateri alien der LED- 
Chips als primaren Konstruktionsfaktor zu betrachten und 
die Struktur des LED-Gehauses nur als zweitrangigen De- 
signfaktor. 

[0004] Insbesondere werden aber sowohl die Lichtstarke 45 
als auch eine Wnkelverteilung der Lichtstarke von LED- 
Geraten in erster Linie vom zweiten Designfaktor beein- 
flusst, das heiBt von der Struktur des LED-Gehauses. 
[0005] Zum Beispiel wird ein LED-Gerate vom konven- 
tionellen Lampentyp gemaB Fig. la mit einem konventio- 50 
nellen LED-Gerat mit Oberflachenmontage nach Fig. lb in 
ihrer Gerate- oder Ciehausestruktur wie folgt verglichen: Im 
Falle des konventionellen LED-Gerats vom Lampentyp 10 
gem^ Fig. la mit zwei Leitem 3a und 3b, ist der zweite 
Leiter 3b an seiner Oberseite mit einer Metallelektrodenfla- 55 
che versehen, die eingedrUckt ist, um eine Vertiefung mit ge- 
neigten Seitenflachen mit bestimmten Neigungswinkeln zu 
bilden. Ein LED-Chip 5 ist in der Vertiefiing der Metallelek- 
trodenoberflache gehaltert. Die beiden Leiter 3a und 3b mit 
dem LED-Chip 5 sind in einem halbsph^schen GehSuse 7 60 
aus transparentem GieBharz eingepackt und bilden somit ein 
lampenartiges LED-Gerat 10. Das LED-GerSt 20. vom her- 
konomlichen Oberflachenmontagetyp gemaB Fig. lb besteht 
aus einem gegossenen Geratekdrper 11 aus Epoxyharz und 
einem auf der Oberflache dieses Korpers 11 an einem Chip- 65 
montagebereich befestigten LED-Chip 15. Der LED-Chip 
15 ist mit einer (nicht gezeigten) Elektrode durch eine Mehr- 
zahl von DrShten 13 verbunden. 



[0006] Beim konventionellen lampenfdrmigen LED-Ge- 
rat 10 wirkt das halbsphdrische Gdiguse 7 als Linse, die in 
der Lage ist, die Winkelverteilung der Lichtabstrahlung zu 
steuem. Insbesondere steuert das hemisphSrische Gehau5e7 
die Winkelverteilung der Lichtabstrahlung derail, dass die 
Verteilung schmal wird, wodurch die LichtintensitSt bei ei- 
nem vorbestimmten Winkel zunimmt DarUber hinaus wird 
das vom LED-Chip 5 abgestrahlte licht durch die Metall- 
elektrodenoberflgche des zweiten Leiters 3b reflektiert, so- 
dass die Lichtintensitat des LED-Chips 5 dadurch vergio- 
Bert wird. Im Vergleich zu einem solchen lampenfbrmigen 
LED-Gerat 10 weisi das oberflachenmontierte LED-Gerat 
20 eine breitere Winkelverteilung der Strahlung und eine ge- 
ringere Strahlungsintensitat auf. Man erkennt also, dass die 
Geratestruktur Strahlungsintensitat und die Winkelvertei- 
lung der Strahlung solcher LED-Gerate beeinflusst 
[0007] Aus diesem Grund ist zur Erreichung der ge- 
wiinschten Charakteristika von LED-Geraten bereits vorge- 
schlagen worden, ein oberflachenmontiertes LED-Gerat mit 
einer zusatzliche Lichtrefiexionsflache zu versehen, die ge- 
bildet ist durch Aufbringen eines Metalluberzugs auf eine 
geneigte Seitenflache des Chipmontageber^chs des Gerate- 
und Gehausekbrpers und durch Auswahl eines vorbestimm- 
ten Reflexionswinkels. 

[0008] Im Gegensatz zu solchen LED-Geraten mit gegos- 
senem Kunststoffkorper ist es nahezu unmoglich, die Lumi- 
nanz oder den Verteilungswinkel der Strahlung eines ande- 
len lyps vom LED-GerSten in wtinschensw^ter W^ise zu 
kontroUieren, die namlich einen Keramikkdiper aufweisen, 
der aus laminioten Keramiksubstraten besteht und in den 
vergangenen Jahren in grofiem Umfang eingesetzt wird. Der 
Chipmontagebereich eines solchen Keramikk5rpers muss 
durch einen Stanzvorgang, einen Laminiervorgang und ei- 
nen Schneidvoigang gebildet werden, abweichend von den 
gegossenen KunststofiHcorpem mit Chipmounting-Berei- 
chen, die wahrend eines KunststoilinjektionsgieBvorgangs 
erzeugt werden. Es ist sehr schwierig, eine Seitenflache des 
Chipmontagebeieichs eines Keramikkdrpers in der Weise 
auszuformen, dass die Seitenflache einen gewunschten Re- 
flexions winkel aufweist. 

[0009] Die Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch ein konventio- 
nelles LED-Gerat mit einem solchen Keramiidcorper. Wie in 
der Zeichnung dargestellt ist, besteht der Keramikkorper des 
LED-Cjerats 30 aus zwei Keramiksubstraten 21 und 22, von 
denen jedes durch Laminieren einer Mehrzahl von Keramik- 
schichten gebildet ist. Von diesen Keramiksubstraten 21 und 
22 ist das untere Substrat 21 an seiner Oberseite mit einem 
Chipmontagebereich zum Aufsetzen eines LED-Chips 25 
versehen. Eine Elektrode 23 erstreckt sich auBen an der 
Kante des Chipmontagebeieichs zur unteren Oberflache des 
unteren Keramiksubstrats 21, um einen Teil dieser Unter- 
seite zu bedecken, nachdem es die Seitenflache des unteren 
Keramiksubstrats 21 passiert hat. Der LED-Chip 25 ist elek- 
trisch mit der Elektrode 23 unter Verwendung einer Mehr- 
zahl von Drahten 27 durch ein Drahtverbindungsverfahren 
verbunden. Das obere keramische Substrat 22 ist mit der 
Oberflache des unteren Keramiksubstrats 21 verbunden und 
bildet eine vorbestimmte Vertiefung, welche den Chipmon- 
tagebereich umgibt. 

[0010] Die den Chipmontagebereich des Keramikkdrpers 
umgebende Vertiefung wild durch einen Stanz- oder 
Schneidprozess gebildet, sodass die InnenflSche des Kera- 
mikkdrpers, welche die Vertiefung begrenzt, als vertikale 
Hache ausgebildet ist. Daher ist^s - im Gegensatz zu LED- 
Geraten mit im Wege dnes GieBprozesses gebildeten 
Kunststoffkorpem - schwierig, eine Metallschicht auf der 
vertikalen Innenflache des Keramikkoipers aufeubringen. 
An der vertikalen inneren H^he des Keramikkdrpers kann 
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eine zusatzliche geneigte Flache aus Kunststoff angebracht 
werden, mit einer aufgebrachten Metallschicht auf der ge- 
neigten KunststoHflache, urn die vorstehend erwahnten "Pro- 
bleme zu iiberwinden. Eine derartige geneigte KunststoflF- 
oberflSche kann aber leicht deformiert werden und es ist fast S 
unmoglich, eine gewunscfate Reflektorflache am Keramik- 
k5rper anzubringen. 

[0011] Bei den konventionellen LED-Geraten mit Kcra- 
mikk6rpern ist es nur m5glich, die Helligkeit und die Win- 
kelverteilung der Strahlung durch Ver^derung der Dimen- 10 
sion des Chipmontagebereichs und/oder der Dicke des obe- 
ren Keramiksubstrats, der die Hdhe der Vertiefung be- 
sdmmt, zu steuem. Es ist daher schwierig, LED-Gerate mit 
Keramikkorpern zu schaifen, die die Anforderungen an 
hohe LichtintensitSt und eine gewtinschte Winkelverteilung is 
der Strahlung erfiillen. Die Keramiksubstrate derartiger 
LED-Gerate haben jedoch eine hohe Warmeleitfahigkeit 
und einen hoheren Warmeableiteffeku und losen damit das 
Problem der thermischen Aliening von LED-Geraten und 
thermischer Spannungen der Geratekorper, wie sie durch die 20 
von den LED-Chips ausgestrahlte Hitze verursacht werden. 
Es ist daher erwiinscht, efFektivere LED-Gerate vorzuschla- 
gen, welche derartige Keramiksubstrate mit hoher Warme- 
leitTahigkeit und einem hohen Warmeableitelfekt verwen- 
den und dabei die Strukturellen Fehler iiberwinden, die bis- 25 
her bei konventionellen LED-Geraten mit Keramikkorpern 
infolge der vertikalen inneren Flachen des Keramikkorpers 
auftrelen und zu Schwierigkeiten bei der Steuerung der 
Lichtstarke und der Winkelverteilung der Strahlung von 
LED-Geraten fiihren. 30 
[0012] Demzufolge wurde die vorliegende Erfindung ge- 
macht unter BerUcksichtigung der Probleme im Stand der 
Technik und ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein 
LED-Gerat zu schaffen, welches einen Keramikk<>rper, be- 
stehend aus laminierten Keramiksubstraten, aufweist und 35 
der eine reflekderende Platte aus einer dunnen Metallfolie 
besitzt, die an der verdkaien Innenflache des Keramikkdr- 
pers, die die Vertiefung des Chipmontagebereichs bildet, be- 
fesdgt ist und das auf diese Art und Weise eine veibesserte 
Warmeverteilung und zusatzlich eine einfache Steuerung 40 
der Lichtstarke und der AA^nkelverteilung der Lichtstarke 
bewirkt 

[0013] Um diese Ziel zu eireichen, sieht die vorliegende 
Erfindung ein LED-Gerat vor, umfassend: ein erstes kerami- 
sches Substrat mit einem Chipmontagebereich auf der Ober- 45 
seite davon und mit einem vorgegebenen leitenden Muster, 
das um den Chipmontagebereich angeordnet ist, wenigstens 
einem LED-Chip, der auf dem Chipmontagebereich des er- 
sten Keramiksubstrats gehaltert ist und mit dem leitenden 
Muster verbunden ist, ein zweites Keramiksubstrat, das auf 50 
dem ersten Keramiksubstrat montiert ist und eine Ausneh- 
mung in einer Position entsprechend dem Chipmontagebe- 
reich aufweist und eine reflektierende Platte aus Metall, die 
in der Ausnehmung des zweiten Keramiksubstrats angeord- 
net ist, um den LED-Chip zu umfassen. 55 
[0014] In diesem LED-Gerat hat die reflektierende Platte 
vorzugsweise eine kegelstumpflbrmige Struktur, wobei der 
Durchmesser am oberen Ende groBer ist als am unteren 
Ende. 

[0015] In einem solchen Fall kann die reflektierende Platte 60 
die Wnkelverteiiung der Lichtstarke des LED-Chips durch 
Veranderung des Neigungswinkels der Seitenwand der re- 
flektierenden Platte steuern, wobei die Neigung der Seiten- 
wand durch eine Differenz in den Durchmessem zwischen 
dem oberen Ende und dem unteren Ende der refiekderende 65 
Platte bewirlct wird. ZusStzlich kann die reflektierende 
Platte die LeuchtstSilce des LED-Chips durch Ver^derung 
der den LED-Chip umgebenden Flache steuem. Dariiber 



hinaus kann die reflektierende Platte die Leuchtst&ice des 
LED-Chips daduicb steuem, dass sie aus Metallen ausge- 
wahlt wild, die verschiedene Reflektivitaten aufweisen. Die 
vorliegende Erfindung schafft somit eine Vielzahl von LED- 
GerSten, die unter Verwendung keramischer Substrate her- 
gestellt werden und eine LeuchtstSrice und eine Winkelver- 
teilung der Jjeuchtst^e besitzen, die jeweils entsprechend 
den WOnschen des Benutzers gesteuert werden konnen. Bei 
einem erfindungsgemMfien L£D-Gertit ist die reflektierende 
Platte bevorzugt an der Oberfl&che des zweiten Keramik- 
substrats rund um die Oberkante der Ausnehmung montiert, 
sodass Warme wirksam zu AuBenseite des LED-Gerats ver- 
teilt wird. Um es der reflektierenden Platte zu erlauben, ef- 
fektiv Warme zur AuBenseite des Gerats zu leiten, ist die 
Montage der reflektierenden Platte an der Oberseite des 
zweiten Keramiksubstrats bevorzugt durch ein Bindemittel 
auf Silikonbasis bewerkstelligt, das eine hohe Warmeleitfa- 
higkeit aufweist. 

[0016] Um den Warmeableitungseffekt des LED-Gerats 
zu vergroBem, ist der LED-Chip luftdicht durch ein gegos- 
senes Isolationsteil verpackt, das aus transparentem formba- 
rem Material besteht und mit der reflektierenden Platte ver- 
bunden ist. In einem solchen Fall wird die Warme vom 
LED-Chip wirksam zur reflektierenden Platte verteilt, die 
eine derart hohe Warmeleitfahigkeit aufweist. Bei der vor- 
liegenden Erfindung ist das transparente formbare Material 
des gegossenen oder gespritzten IsoUerteils entweder Ep- 
oxyharz oder ein Harz auf Silikonbasis. Selbstverstandlich 
ist es auch m5glicb, andere Kunststoffe mit hoher Leitfahig- 
keit als transparentes foimbares Material des geformten Iso- 
lierteils zu verwenden. 

[0017] Noch vorteilhafter ist es, die Oberkante der reflek- 
tierenden Platte bis zu einer vorgegebenen Position der 
OberflSche des zweiten Keramiksubstrats zu erstrecken, um 
noch wirksamer WSnne von der reflektierenden Platte zu 
verteilen. 

[0018] In einem anderen AusfQhrungsbeispiel der &fin- 
dung hat das LEI>-Gerat eine haibkugelformige linse, wel- 
che das Oberteil der Ausnehmung des zweiten keramischen 
Substrats ub«rdeckt. In diesem Fall ist es m5glich, die Win- 
kelverteilung der Lichtstrahlung des LED-Chips durch Ver- 
teilung der Krtimmung der Linse zu steuem. Die hemispha- 
rische Linse besteht vorzugsweise aUs Polymermaterial. 
[0019] ErfindungsgemaB besteht das erste Keramiksub- 
strat vorzugsweise aus einem Keramiksubstratteil, das eine 
Warme verteiloffnung aufweist, die durchgehend angeordnet 
ist und einer Keramikplatte, welche die Warmeverteiloff- 
nung an der Oberflache des Keramiksubstratteils abdeckt. In 
diesem Fall sind sowohl der Chipmontagebereich als auch 
das elektrisch leitende Muster auf der Oberflache der Kera- 
mikplatte angeordnet. Die Warmeverteildurchgangsoffhung 
des Keramiksubstratteils ist mit Metallpaste ausgefUUt. 
[0020] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der 
Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei- 
bung eines Ausfuhrungsbeispiels sowie anhand der Zeich- 
nung. Dabei zeigen: 

[0021] Fig. la und lb schematische Ansichten der Kon- 
struktion herkommlicher LED-Gerate, 
[0022] Fig. 2 einen Schnitt durch ein herkommliches 
LED-Gerat aus Keramiksubstraten, 

[0023] Fig, 3 eine perspektivische Explosionsdarstellung 
der Konstmktion eines LED-Gerats mit einer reflektieren- 
den Platte entsprechend einem ersten Ausfiihrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung, 

[0024] F^. 4a und 4b Ansicht eines LED-Gerats gemaB 
einer zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung, 
[0025] Fig. 5 eine perspektivische Explosionsdarstellung 
der Konstmktion eines LED-Gerats mit einer reflektieren- 
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den Platte entsprechend einem dritten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung, 

[0026] Fig. 6 einen Schnitt durch ein LED-Gerat entspre- 
chend einer vierten AusfUhrungsform der vorliegenden £r- 
findung, s 
[0027] Fig. 7 eine Ansicht eines LHD-Gerats entspre- 
chend einer ftinften Ausftihrungsform der Erfindung und 
[0028] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht eines LED-Ge- 
rSts entsprechend einer sechsten AusfUhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung. lO 
[0029] Bei der Bezugnahme auf die Zeichnungen ist anzu- 
merken, dass die gleichen Bezugszeichen in den verschiede- 
nen Zeichnungen jeweils gleiche oder Mhnliche Komponen- 
ten bezeichnen. 

[0030] Die Fig. 3 ist eine perspektivische Explosionsdar- 15 
stellung und zeigt die Konstruktion eines LED-Gerats mit 
einer reflektierenden Platte entsprechend einem ersten Aus- 
fuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Diese Zeich- 
nung zeigt das LED-Gehause mit einer reflektierenden Me- 
tallplatte 120, die vom Chipmontagebereich des Gehause- 20 
korpers getrennl ist. 

[0031] Die reflektierende Metallplatte 20 besteht aus einer 
diinnen Metallfolie mit hoher Reflektivitat und weist eine 
Kegelstumpfform auf, wie es in der Zeichnung dargestellt 
ist. Bei der kegelstumpfformigen reflektierenden Platte 120 25 
ist der Durchmesser "R" am oberen Ende vorzugsweise gr5- 
Ber als der Durchmesser V am unteren Ende. Bei der vor- 
liegenden Erfindung ist es m5glich, die Strahlungsintensitat 
des USD-Chips etwas zu erhohen, indem man eine zylindri- 
sche reflektierende Platte in den Chipmontagebereich ein- 30 
bringt, ohne dass Durchmesserunterschiede am oberen und 
am unteren Ende bestehen. Es ist jedoch bevorzugt die re- 
flektierende Platte so auszubilden, dass sie einen Durchmes- 
serunterschied zwischen den Durchmessem "R" und "r" am 
oberen und unteren Ende aufweist und eine gewUnschte 3S 
Winkelverteilung d^ Luminanz und eine gewiinschte Erhd- 
hung der Strahlungsintensitat durch Steuerung derDifferenz 
"R-r" besitzt. 

[0032] Die reflektierende Platte 120 wird vorzugsweise in 
der Weise heigestellt, dass man ein diinnes Kupfetblech ei- 40 
nem Extrusionsprozess oder einem Formprozess untenvirft. 
Es soli Jedoch angemerkt werden, dass die reflektierende 
Platte 120 auch aus einem anderen Metallblech anstelle des 
diinnen Kupferblechs heigestellt werden kann, wenn dieses 
Metallblech eine gewUnschte hohe Reflektivitat besitzt und 45 
so dunn ist, dass das Blech einfach in die gewiinschte zylin- 
drische oder kegelstumpffxirmige Gesialt durch einen Extru- 
sionsprozess oder eine Formprozess gebracht werden kann. 
[0033] Wahrend des Herstellverfahrens der reflektieren- 
den Platte 120 soli vorteilhafter Weise ein Stutzflansch 120a 50 
langs der oberen Kante der reflektierenden Platte 120 ange- 
formt werden. In dem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel ist 
ein Stiitzflansch 120a integral und kontinuierlich langs der 
kreisfbrmigen oberen Kante der reflektierenden Platte 120 
angeformt. Es sollte aber klar sein, dass es auch moglich ist, 55 
eine bestimmte Anzahl von Stiitzflanschen an gewiinschten 
Sektionen der Oberkante der reflektierenden Platte 120 an- 
zuformen, ohne dass dabei die Funktionsweise der erfin- 
dungsgemaBen Konstruktion beriihrt wird. Wenn die reflek- 
tierende Metallplatte 120 mit einem solchen Stiitzflansch 60 
120a in die Ausnehmung oberhalb des Chipmontagebe- 
reichs des LED-Gerats bzw. LED-Gehauses eingesetzt viard, 
ist es moglich, dass die reflektierende Platte 120 an der 
Oberseite des Keramiksubstrats mit dem Stiitzflansch 120a 
aufliegt Die reflektierende Platte 120 ist damit stabiler am 65 
LED-Gehause befestigt. In einem solchen Fall wild bevor- 
zugt ein Bindemittel auf Silikonbasis verwendet, um die re- 
flektierende Platte 120 mit dem I£D-Gerat zu verbinden. 



um die Wgrmeverteilwirkung des LED-Geh&uses zu eifa5- 
hen, wie nachfolgend im Einzelnen nSher erlfiutert werden 
soil. 

[0034] Wie in Fig. 3 daigestellt ist, kann die reflektierende 
Metallplatte 120 einfoch in die Ausnehmung oberhalb des 
Chipmontagebereichs des LED-Gehauses eingesetzt wer* 
den. Das LEI>GehSuse nach der vorliegenden Erfindung 
soil im Einzelnen wie folgt beschrieben werden: Das LED- 
GehSuse unter Verwendung keramisch^ Substrate gemllB 
der vorliegenden &finduhg umfasst ein erstes Keramiksub- 
strat 101, das einen Chipmontagebereich an seiner OberflS- 
che zum Haltem des LED-Chips 105 darauf aufweist. Eine 
Elektrode 103 ist auf der Oberfl^che des ersten Keramiksub- 
strats 101 gebildet und mit dem LED-Chip 105 durch eine 
Mehrzahl von Drahten 107 verbunden. Die Elektrode 103 
wird durch ein leitfahiges Muster gebildet. Ein zweites Ke- 
ramiksubstrat 102 ist auf dem ersten Keramiksubstrat 101 
montiert und weist eine Ausnehmung an einer Position auf, 
die dem Chipmontagebereich entspricht. Das erste und das 
zweite Keramiksubstrat 101 und 102 konnen vorzugsweise 
aus Aluminiumoxid oder SiC bestehen. Der Korper des er- 
findungsgemaBen I^ED-Gerats besteht aus den beschriebe- 
nen keramischen Substraten 101 und 102, sodass die Seiten- 
flache der Ausnehmung im zweiten keramischen Substrat 
102 den Chipmontagebereich des ersten keramischen Sub- 
strats 101 umgibt, wobd sie unvermeidlich als vertikaleFla- 
che in gleicber Weise ausgebildet ist, wie dies im Zusam- 
menhang nut dem Stand der Ibchnik bereits beschrieben 
wurde. GemaB der vorliegenden Erfindung ist diese verti- 
kale SeitenflSche der Ausnehmung von einer reflektierenden 
Metallplatte 120 tiberdeckt Im Betrieb des LED-Gerats re- 
flektiert die den LED-Chip umgebende reflektierende Platte 
120 das vom Chip abgestrahlte licht, sodass die Lichtinten- 
sitat des LED-Chips erhoht wird. In einem solchen Fall ist es 
mdglich, eine gewiinschte Winkelverteilung der ]>ucht- 
dichte des LED-Chips durch Steuerung des Neigungsvidn- 
kels der Seitenflache der reflektierenden Platte 120 beim 
HersteUungsprozess der Platte 120 zu steuem. Um die Re- 
flektivitat der reflektierenden Platte 120 zu erfa5hen, kann 
die reflektierende Platte 120 mit einer Beschichtung aus Sn, 
SnPb Oder Ag versehen sein. 

[0035] Bei der vorliegenden Erfindung kann die reflektie- 
rende Platte als Warmesenke zum Verteilen von Hitze vom 
LED-Chip zur Aufienseite des LED-Gehauses wirken, zu- 
satzlich zu ihrer Originalfunktion zur Steuerung der Leucht- 
starke des LED-Chips und der Winkelverteilung der Strah- 
lung. Die reflektierende Metallplatte, die als Warmesenke 
dient, ist in den Fig. 4a und 4b anhand eines zweiten Aus- 
ftihrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung gezeigt. 
[0036] Die Fig. 4a zeigt einen Schnitt durch ein LED-Ge- 
rat gemafi einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung. In gleicher Weise wie dies im Zusammenhang mit 
dem ersten Ausfuhrungsbeispiel nach Fig, 1 beschrieben 
worden ist, umfasst das LED-Gerat dieser zweiten Ausflih- 
rungsform zwei Keramiksubstrate: ein erstes Keramiksub- 
strat 151 und ein zweites Keramiksubstrat 152, das auf dem 
ersten Keramiksubstrat 151 montiert ist. Das erste Keramik- 
substrat 151 hat einen Chipmontagebereich auf seiner Ober- 
flache zum Aufsetzen eines LED-Chips 155. Auf der Ober- 
flache des ersten Keramiksubstrats 151 ist in einer Position 
um den Chipmontagebereich ein leitendes Muster aufge- 
bracht, das eine Elektrode 153 bildet. Die Elektrode 153 ist 
mit dem LED-Chip 155 durch eine Mehrzahl von Drahten 
157 verbunden, sodass elektrische Ansteuereneigie dem 
Qiip 155 zugefUhrt werden kann. Bei diesem Ausfuhrungs- 
bdspiel erstreckt sich das leitende Muster der Elektrode 153 
vorzugsweise bis zur Unterseite des ersten keramischen 
Substrats 151 nachdem es iiber die Seitenflache des Sub- 
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strats 151 gezogen worden ist, wie dies in der Zeichnung 
daigestellt ist. Das leitende Muster der Elektrcxle 153 be- 
steht vorzugsweise aus einer Ag/Ni/Au-Schicht. 
[0Q37] Das zweite keramische Substrat 152 weist eine 
Ausnehmung an der Stelle auf, die dem Chipmontagebe- S 
reich des ersten keramiscben Substrate 151 entspricht. Das 
zweite keramische Substrat 152 ist auf der Oberseite des er- 
sten keramiscben Substrats 151 montiert und bildet einen 
Chipmontageraum zum Haltem des LHD-Chips 155 darin. 
In diesem zweiten AusfUhrungsbeispiel ist ein WSnnever- lO 
teillocb HI durch das erste keramische Substrat 151 an einer 
Stelle eingebracht, die dem Chipmontagebereich entspricht, 
sodass Warme vom LED-Chip 155 wiricungsvoll zur Au- 
fienseite des LED-Gehauses abgegeben werden kann. In 
dem LED-GehSuse mit einem solchen Warme verteilloch HI 15 
im ersten keramiscben Substrat 151 ist es notwendig, die 
Oberseite dieses Warme verteiUochs HI zur Bildung eines 
Chipmontagebereich abzudecken. Daher besteht das erste 
keramische Substrat 151 dieses LED-Gehauses nach Fig. 4a 
und 4b aus einem keramiscben Substratteil 151a, das das 20 
Warme verteilloch HI auf weist und dieses Teil 151a durch- 
setzt und einer keramiscben Folic 151b, welche die Oberfla- 
che des Keramiksubstraiteils 151a ebenso wie das Warme- 
verteilloch HI iiberdeckt. Die Keramikfolie 151b schai^ so- 
mit den gewunschten Chipmontagebereich und iiberdeckt 25 
die Oberseite des Warmcverteillochs HI. 
[0038] Wie in Fig, 4b daigestellt ist, die eine Aufsicht auf 
das LED-Gerat gemafi einem zweiten AusfUhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung darstellt, ist eine reflektierende 
Metallplatte 170 in den Chipmontageraum eingesetzt, der 30 
durch die Ausn^mung des zweiten keramiscben Substrats 
152 gebildet wird und umgibt den LED-Chip 155, der auf 
dem Chipmontagebereich montiert ist. In diesem zweiten 
Ausfiihrungsbeispiel weist die reflektierende Platte 170 d- 
nen StUtzflansch 170a auf, mit dem die reflektierende Platte 35 
170 auf der Oberflache des zweiten keramiscben Substrats 
152 aufsitzt und der mit dem Bereich "A" der Oberflache des 
Substrats 152 unter Verwendung eines Klebers auf Silikon- 
basis mit hoher thermischer Leitfahigkeit verfounden ist. Der 
StUtzflansch 170a der langs der Oberkante der reflektieren- 40 
den Platte 170 angeformt ist, hat einen eine Breite "P", die es 
dem StUtzflansch 170a erlaubt, wirksamer Warme von der 
reflektierenden Platte 170 zur AuBenseite des LED-Gehau- 
ses abflieBen zu lassen. In einem solchen Fall wird die 
Warme primar vom LED-Chip 155 zur reflektierenden 45 
Platte transferiert und sekundar iiber den Stutzflansch 170a 
an die Umgebung des LED-Gerats abgegeben. 
[0039] Ein IsoUerharz ist im Chipmontageraum des LED- 
Gehauses gemafi dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ange- 
ordnet und bildet somit ein Isolierteil 159, Dieses Isolierteil 50 
159 ist mit der reflektierenden Platte 170 verbunden und er- 
moglicht einen effektiveren Warmetransfer vom LED-Chip 
155 zur reflektierenden Platte 170. Das Isolierteil 159 be- 
steht vorzugsweise aus einem transparenten Epoxyharz oder 
einem Harz auf Silikonbasis. Es versteht sich aber, dass das 55 
Isolierteil 159 auch unter Verwendung anderer formbarer 
Isoliermaterialien hergestellt werden kann, solange dieses 
Material transparent ist und eine hohe elektrische Leitfahig- 
keit aufweist. 

[0040] In dem LED-Ger^t nach den fig. 4a und 4b wild 60 
die reflektierende Metallplatte 170 gleichzeidg als Warme- 
verteileinrichtung benutzt, die die Wgrme vom LED-Chip 
155 durch das Isolierteil 159 hindurch erhalt und die Warme 
an die Umgebung des Gerats iiber den Stutzflansch 170a, 
der auf der Oberflache des zweiten Keramiksubstrats 152 65 
aufsitzt, abgibt 

[0041] Die Fig. 5 zeigt ein LED-GerSt mit einer reflektie- 
renden Metallplatte 190 entsprechend einem dritten Ausfuh- 
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rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Im Unterschied 
zum kreisfbnnigen Stutzflansch 170a der reflektierenden 
Metallplatte 170 nach dem zweiten AusfUhrungsbeispiel hat 
der Stiitzflansch 190a der reflektierenden Metallplatte 190 
bei diesem dritten AusfUhrungsbeispiel ein rechteckiges 
Profil ahnlich zu dem des LED-GehSuses selbst. Die Ober- 
flache dieses StUtzflansches 1510a mit Rechteckprofil ist gr5- 
fier als das des StUtzflansches 120a gemaB Fig. 3 oder des 
StUtzflansches 170a der Fig. 4a und 4b, sodass dieser 
Wfirme effektiver an die AuBenseite des Gehauses verteilen 
und abgeben kann. In der vorliegenden Erfindung kann die 
Form des StUtzflansches der reflekderenden Metallplatte frei 
entsprechend dem Profil des LED-Gehauses unter einer be- 
notigten Warmeverteilwirkung abgeandert werden ohne die 
Funktionsweise der Erfindung zu berUhren. 
[0042] Die reflektierende Metallplatte dieser Erfindung. 
kann vorteilhafterweise bei LED-Geraten oder LED-Gehau- 
sen verwendet werden, die unterschiedliche keramische 
Substratstrukturen aufweisen mit vertikalen Innenflachen 
zur Bildung eines Chipmonlageraums des Gehauses. Die 
Fig. 6 ist ein Schnitt durch ein LED-Gerat entsprechend ei- 
ner vierten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 
[0043] Bei diesem vierten Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 
6 besitzt das I^ED-GehSuse ein erstes Keramiksubstrat des- 
sen Struktur unterschiedlich von der nach den Fig. 4a und 4b 
ist. Das zweite Keramiksubstrat 202 dieses LED-Gehauses 
weist eine Ausnehmung in der gleichen Weise auf, wie dies 
fur das zweite AusfUhrungsbeispiel nach den Fig. 4a und 4b 
beschrieben worden ist. Das erste Keramiksubstrat 201 die- 
ses vierten AusfUhrungsbeispiel besteht jedoch aus einem 
unteren Keramiksubstratteil 201a und einem oberen Kera- 
miksubstratteal 201b. Das untere Keramiksubstratteil 201a 
weist eine Warmeverteiloffnung H2 auf, die durch das Sub- 
stratteil 201a sich hindurch erstreckt und einen reladv gro- 
Ben Durchmesser aufweist. Das obere Keramiksubstratteil 
201b hat eine Grofie, sodass es im Chipmontageraum, der 
durch die Ausnehmung des zweiten Keramiksubstratteils 
202 gebildet ist, eingesetzt werden kann. Das obere Kera- 
miksubstratt^l 201b dient als Keramikschicht oder Kera- 
mikfolie, die die Warmeverteil5fifhung H2 oben verschliefit 
und bildet einen Chipmontagebereich zum Aufsetzen eines 
LED-Chips 205, In diesem vierten Ausfuhrungsbeispiel ist 
eine kegelstumpfformige reflektierende Metallplatte 220 in 
den Chipmontageraum des Gehauses eingesetzt, sodass die 
Platte 220 auf der Oberflache des zweiten Keramiksubstrats 
202 mit ihrem Stutzflansch aufliegend montiert ist. Der 
Durchmesser am oberen Ende der kegelstumpflRjrmigen re- 
flektierenden Platte 220 ist groBer als am unter«i Ende. 
[0044] Die Gehausestruktur gemafi der vorliegenden Er- 
findung kann vorzugsweise und sehr einfach bei jedem Typ 
eines LED-Gerats verwendet werden, wenn das LED-Gerat 
einen Chipmontageraum aufweist, der von einem Keramik- 
substrat gebildet ist. 

[0045] Die Fig. 7 ist eine Ansicht eines LED-Gerats ent- 
sprechend einem funften Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung. We in Fig. 7 gezeigt ist, bleibt die allgemeine Form 
des LED-Gehauses 250 dieses funften AusfUhrungsbei- 
spiels das Gleiche wie es fur das LED-Gehause entspre- 
chend dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 4a und 4b 
beschrieben worden ist, jedoch ist die Ob^seite des Chip- 
montageraums mit der reflektierenden Metallplatte 270 von 
einer hemispharischen Linse 280 Uberdeckt. Diese hemi- 
spharische Linse 280 ist unter Berucksichtigung des hemi- 
sphSriscben Gehauses gestaltet, wie es bei konventionellen 
Lampentyp LED-GerSten gemaB Fig. la verwendet wird. 
Die hemispharische Linse 280 besteht vorzugsweise aus Po- 
lymermaterial. Diese hemispharische Linse 280 wird vor- 
zugsweise benutzt als Mittel zur Steuerung des Lichtaus- 



DE 102 27 515 A 1 



10 



thttswinkels eines L£D-Chips des Gerats 250 durch Veran- 
derung der Verteilung der Kriimmung der Linse 280. 
[0046] Die Gehausestruktur gemafi dieser Erfindung kann 
vorzugsweise bei LED-Geraten benutzt werden, die eine 
Mehrzahl von LED-Chips aufweisen. Die Fig. 8 zeigt eine s 
perspekdvische Ansicht eines LED-Gerats mit sowohl einer 
reflektierenden Platte unter einer Mehrzahl von LED-Chips 
entsprecbend einem sechsten Ausfuhrungsbeispiel der Er- 
iindung. 

[0047] ^e in Fig. 8 daigestellt besteht das LED-Gerat lO 
310 des sechsten AusfUhrungsbeispiels aus einem ersten 
Keramiksubstrat 301 und einem zweiten Keramiksubstrat 
302 und es enthalt vier LED-Chips in seinem Chipmontage- 
raum, der durch die Keramiksubstrate 301 und 302 gebildet 
wird. Die vier LED-Chips 305a, 305b, 305c und 305d dieses 15 
AusfUhrungsbeispiels sind mit Hilfe einer Mehrzahl von 
Drahten mit einer Mehrzahl von Elektroden 303 verbunden. 
In gleicher Weise wie es fur das funfte Ausfuhrungsbeispiel 
beschrieben worden ist, ist auch hier eine reflektierende Me- 
tallplatte 320 in den Chipmontageraum des Gehauses 310 20 
eingebracht, um die vier LED-Chips 305a, 305b, 305c und 
305d zu umgeben. 

[0048] Wie vorstehend beschrieben, schafft die vorlie- 
gende Erfindung ein LED-Gehause, welches aus kerami- 
schen Substraten besteht und eine reflektierende Metall- 25 
platte aufweist, die in einem Chipmontageraum eingesetzt 
ist, der durch die Keramiksubstrate gebildet wird. In dem er- 
findungsgemaBen LED-GehUuse wird der Chipmontage- 
raum in die Keramiksubstrate des Gehauses, wobei der 
Raum verdkale Seitenilachen aufweist, durch ein Stanzver- 30 
fahren eihgebracht Es ist aber eine reflekderende Platte aus 
einer diinnen Metallplatte in den Chipmontageraum einge- 
setzt, sodass es mdglich ist die Lichtintensitat des LED- 
Chips und die '>A^nkelverteilung der Strahlung in gewisser 
Weise frei zu steuem. Die reflektierende Metallplatte gemMS 3S 
der Erfindung dient gleichzeidg als Warmesenke und ver- 
teilt WSrme vom LED-Chip wirksam in die Umgebung des 
LED-Gerats. 

[0049] Obgleich bevorzugte AusfUhrungsbeispiele der 
vorUegenden &findung zu deren Illustrierung beschrieben 40 
worden sind ericennt ein Fachmann ohne weiteres, dass ver- 
schiedene Moditikationen Erganzungen und Abanderungen 
moglich sind ohne den Schutzbereich und den Geist der Er- 
findung wie er in den anliegenden Anspriichen daigesteilt ist 
zu verlassen. 45 

Patentanspriiche 

1. Lichlemissionsdiodengerat, umfassend: 

ein erstes KeramiksubsUrat mit einem Chipmontagebe- 50 
reich auf seiner Oberseite und versehen mit einem vor- 
besdnunten leitenden Muster rund um den Chipmonta- 
gebereich, 

wenigslens einen Lichtemissionsdioden (LED)-Chip 
der auf dem genannten Chipmontagebereich des ersten 55 
Keramiksubstrats aufsitzt und mit dem leitenden Mu- 
ster verbunden ist, 

ein zweites Keramiksubstrat das auf dem ersten Kera- 
miksubstrat mondert ist und eine Ausnehmung an der 
Stelle aufweist, die dem wenigstens einen Chipmonta- 60 
gebereich entspricht und 

eine reflektierende Platte aus Metall, die innerhalb der 
Ausnehmung des zweiten keramischen Substrats ange- 
ordnet ist, sodass sie den LED-Chip umrahmt. 

2. Lichlemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 6S 
durch gekennzeichnet, dass die reflekderende Platte 
eine im Wesentiichen kegelstumpffbrmige Gestalt auf- 
weist mit einem Durchmesser am oberen Ende der gro- 



Ber ist als der Durchmesser am unteren Ende. 

3. Lichlemissionsdiodengerat nach Anspruch 2, da- 
durch gekeimzeichnet, dass die reflekderende Platte die 
Winkelverteilung der Strahlung des LED-Chips durch 
Ver&idening des Neigungswinkels der Seitenwand der 
reflekderenden Platte steuert, wobei die Neigung der 
Seitenwand gebildet wird durch die Diffeienz im 
Durchmesser am oberen und unteren Ende der reflek- 
derenden Platte. 

4. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass die reflekderende Platte die 
Strahlungsintensitat des LED-Chips durch Verande- 
rung der den LED-Chip umgebenden Oberfl^che steu- 
ert. 

5. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass die reflekderende Platte die 
Strahlungsintensitat des LED-Chips durch Auswahl 
der reflekderenden Platte aus Metallen mit unterschied- 
lichen Reflekdvitaten steuert. 

6. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durcb gekennzeichnet, dass die reflektierende Platte 
mit einer t)berzugsschicht auf der inneren Oberflache 
versehen ist. 

7. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Cfberzugsschicht aus 
Sn, SriPb oder Ag besteht. 

8. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass die reflekderende Platte an 
der Oberflache des zweiten Keramiksubstrats um die 
Oberkante der genannten Ausnehmung mondert ist 

9. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, dass die reflektierende Platte 
auf d^ Oberflache des zweiten Keramiksubstrats unter 
Verwendung eines Bindemittels auf Silikonbasis mit 
hoher WSrmeleitfahigkeit montiert ist 

10. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, um- 
fassend zusStzlich ein geformtes Isolierteil aus transpa- 
rentem giefibarem Material, das den LED-Chip luft- 
dicht verpackt, wobei der genannte Isolierteil mit der 
reflekderenden Platte verbunden ist 

11. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 10, da- 
durch gekennzeichnet dass das transparente, gieBbare 
Material des gieBbaren Isolierteils Epoxyharz oder ein 
Harz auf Silikonbasis ist 

12. Lichtenussionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet dass die reflekderende Platte ei- 
nen Stutzflansch am oberen Ende aufweist und an der 
Oberseite des zweiten Keramiksubstrats mit diesem 
Stutzflansch aufsitzt 

13. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 12, da- 
durch gekennzeichnet dass der Stutzflansch integral 
langs der Oberkante der reflekderenden Platte ange- 
formt ist. 

14. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 12, da- 
durcb gekennzeichnet, dass der Stutzflansch sich vom 
oberen Ende der reflektierenden Platte bis zu einer vor- 
besdmmten Position auf der Oberflache des zweiten 
Keramiksubstrats erstreckt und dadurch wirksam 
Warme von der reflekderenden Platte nach auBen ver- 
teilt. 

15. Lichtenussionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet dass das erste Keramiksubstrat 
aus einem Keramiksubstratteil mit einer durchgehen- 
den Warmeverteil&ffnung und einer Keramikplatte be- 
steht welche die Warmeverteildfihung auf der Ober- 
seite des Keramiksubstratteils iiberdeckt und dass so- 
wohl der Chipmontagebereich als auch das leitende 
Muster auf der Oberseite dieser Keramikplatte ange- 
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ordnet sind. 

16. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 15, da- 
diirch gekennzeichneU dass die WanneverteildfiEhung 
des Keramiksubstratteils mit Metal^aste ausgefUllt ist 

17. Lichtemissionsdiodengerfit nach Anspruch 1, da- S 
durch gekennzeichnet, dass das Keramiksubstrat aus 
Aluminiumoxid oder SiC besteht 

18. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass das leitende Muster sich an 
der Seitenflache des ersten keramischen Substrats er- lO 
streckt. 

19. Lichtenussionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass das genannte leitende Mu- 
ster aus einer Ag/lWAu-Schicht besteht. 

20. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 15 
durch gekennzeichnet, dass die daruber hinaus eine he- 
mi spharische Linse umfasst, welche die Oberseite der 
Ausnehmung des zweiten keramischen Substrats uber- 
deckt. 

21. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 20, da- 20 
durch gekennzeichnet, dass die genannte hemisphari- 
sche Linse aus einem Polymermateriai besteht. 
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